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１．概要（Summary） 

地球温暖化の対策として、CO2 の削減が重要となって

いる。そのため、パワーエレクトロニクスによって、エネル

ギー効率を上げる技術が必要とされている。 

ダイヤモンドは、あらゆる材料において、最大の絶縁破

壊、熱伝導を有し、高移動度を有するワイドギャップ半導

体材料である。そのため、次世代の省エネに大きく貢献

する、パワー半導体材料として注目されている。しかしな

がら、実用化に向けて、結晶及びエピ膜の欠陥を減らす

課題があると同時に、無欠陥部の特性を得る必要がある。

本実験は、その課題に関連したものであり、欠陥の少ない

ダイヤモンド基板を用いた、デバイス作製評価を目的とし

ている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  高速マスクレス露光装置、厚膜フ

ォトレジスト用スピンコーティング装置、電子線蒸着装置、

パワーデバイスアナライザ 

 

【実験方法】 

デバイスの電極を本拠点設備である高速マスクレス露

光装置、電子線蒸着装置、厚膜フォトレジスト用スピンコ

ーティング装置、レジスト現像装置を用いて表面にショット

キー電極を作製した。また、電子線蒸着装置を用いてオ

ーミック電極の作製をダイヤモンド単結晶上に実施した。

その後、パワーデバイスアナライザで CV 測定を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

光学顕微鏡で観察した、オーミック作製後のサンプル

を Fig. 1 に示す。また同様に、ショットキー電極を Fig. 2

に示す。Fig. 1 では、オーミック電極が上手く作製できな

かった。原因として、リフトオフ時に超音波洗浄により、電

極が剝がれてしまったと考えられる。今後、CV 特性など

から、無欠陥と欠陥における影響の違いを考察する。 
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Fig. 1 Picture of light microscope of Ohmic electrode. 

Fig. 2  Picture of light microscope of Schottky 
electrode. 


